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1. 緒言 
 深紫外線（190～280nm）のみを検出して太陽光を
検知しない光センサは、“ソーラーブラインド型深紫
外線センサと呼ばれている。ソーラーブラインド型
紫外線センサは、火災報知器、燃焼モニタリング、
生体分析や化学分析、光通信などへの応用が期待さ
れる。 
 近年、ソーラーブラインド型紫外線センサの受光
素子として酸化物混晶半導体の研究が盛んに行われ
ている。NiMgO もその一つである。1) 混晶半導体の
バンドギャップは、以下のように組成に対する 2 次
式で近似できる。 

𝐸𝑔(Ni1−𝑥Mg𝑥O) = (1 − 𝑥)𝐸𝑔(NiO) + 𝑥𝐸𝑔(MgO) − 𝑏𝑥(1 − 𝑥) 
*b=ボーイングパラメータ 

しかし、これまでに報告された Ni1-xMgxO 膜のバン
ドギャップは、Mg が増加するほど上式より下方へ
逸脱する。2,3) 今回は、その原因について報告する。 
 

2. 実験方法 
 RF スパッタリングにより、Ni1-xMgxO 膜を石英基
板上に製膜した。ターゲット材料には、Niカソード
（φ80）と Mgチップを用いた。Ni1-xMgxO 膜の形成
のため、カソード上に Mg チップを配置し、複合タ
ーゲットスパッタリングによる製膜を行った。スパ
ッタリング条件は、基板距離が 55mm、基板温度が
350℃、Power が 100W、ガス圧が 5mTorr である。ま
た、不活性ガスに Ar を 4.5sccm、反応性ガスに O2

を 0.5sccmを用いた。Ni1-xMgxO 膜を製膜した後、結
晶性向上のために大気中で 900℃ 30 分間の熱処理
を行った。 
 

3. 結果及び考察 
 これまでに報告された Ni1-xMgxO 膜のバンドギャ
ップは、Mg が多くなるほど上式より下方へ逸脱す
ることから、特に Mg が多い Ni1-xMgxO 膜（x=0.81, 
x=0.91）に着目した。Fig 1 に Ni0.09Mg0.91O 及び
Ni0.19Mg0.81O の吸収特性を示す。Fig 1 より、約 6.5
～7eV においてバンド端が確認できる。これより、
バンドギャップを算出した。Fig 2 にバンドギャップ
の Mg組成依存性を示す。（x=0~0.47 4） ）Fig 2 より、
本研究で作製した Ni1-xMgxO 膜のバンドギャップは
上式に従うことが確認できる。一方、Fig 1の 4.5eV
付近に着目するとバンド端とは異なる吸収端が確認
できる。この吸収端は、MgO の酸素空孔に起因する
吸収が約 4.5eV に存在することから 5)、酸素空孔に
よる吸収であると考えられる。 以上のことから、こ
れまでに報告された Ni1-xMgxO 膜のバンドギャップ

は、x>0.5において MgO の酸素空孔による吸収から
バンドギャップを算出しているため、実際のバンド
ギャップよりも低く見積もられている可能性が高い。 
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Figure 1. Ni0.09Mg0.91O及び Ni0.19Mg0.81Oの吸収特性 

Figure 2. バンドギャップの Mg組成依存性 
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